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１．概要（Summary） 

ナノ周期構造上に発生する局在光強度を強めるため

に，サブ波長周期デバイス作製を行った． 

 設計値に沿った微細形状を作製するため，電子ビー

ムリソグラフィー装置を用いて高精度な加工を試みた．こ

れまでに，矩形構造の形状パラメータを変化させながら作

製を試みてきたので，従来の手法を踏襲しながら作製を

行った．また，サブ波長周期構造の形状の作製精度を向

上させるために，電子ビームリソグラフィー装置や集束イ

オンビーム装置を用いた． 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

高精度電子線リソグラフィー装置，集束イオンビーム装

置，リアクティブイオンエッチング装置 

・実験方法 

シリコンウエハにレジスト剤をスピンコートし，高精度電

子線リソグラフィー装置を用いてサブ波長周期構造を描

画した．次に，リアクティブイオンエッチング装置を用いて

サブ波長周期構造を作製した．また，集束イオンビーム装

置においても同様に，サブ波長周期構造の描画を行い，

リアクティブイオンエッチング装置により加工を行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

高精度リソグラフィー装置およびリアクティブイオンエッ

チング装置を用いて，周期が 500 nm, 溝深さが 200 nm,

および duty比が 0.7の矩形状のサブ波長周期構造を作

製した．作製したサブ波長周期構造を走査型電子顕微鏡

により観察した(Fig. 1)． 観察の結果，角が取れて丸み

を帯びているものの，矩形状のサブ波長周期構造が作成

できていることが分かる．作製した構造の形状を参照し，

数値解析を行ったところ，矩形状のサブ波長周期構造と

同様の箇所に同程度の光強度をもった局在光の発生を

確認した． 
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Fig. 1 SEM image of subwavelength grating.  
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